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【はじめに】 二硫化モリブデン(MoS2)は安価な元素から構成される層状物質であり、各層の終端に存

在する触媒活性サイトにおける H 原子吸着の自由エネルギーが+0.08 eV と低いため、Pt 等の貴金属

に替わる H2 生成触媒としての応用が期待されている[1]。一方、活性サイトを増やすために基板と平行

な層を積層すると、MoS2層間はファンデルワールスギャップによって電気伝導率が低いため、触媒活性

が低下する問題がある[2]。そこで、基板に対し層が縦に成長した MoS2 (Vertically aligned MoS2:V-

MoS2)を用いることで、薄膜表面の活性サイトの高密度化に加え、薄膜表面までファンデルワールスギ

ャップを介さない電荷輸送が可能である[3]。しかし、V-MoS2を用いた H2生成触媒では Pt 等の貴金属

触媒に比べ触媒活性が低いのが現状である。その一因として、V-MoS2 の結晶配向性や内因性欠陥が

触媒活性に与える影響についての報告が殆どなく、未解明な点が多いことが挙げられる。本研究では、

V-MoS2の結晶配向性が電気化学特性に与える影響を検討した。 

【実験方法】 SiO2/Si 基板上に DC スパッタ法により Mo を堆積した。この Mo を硫化処理することによ

り V-MoS2を成長させた。硫化処理の際、基板温度を 600, 800, 1000 ℃と変化させて配向性の制御を

行った。V-MoS2の電気化学特性は電気化学インピーダンス分光法及び 0.5 Mの H2SO4水溶液中で 

5 mV/sの線形掃引ボルタンメトリーにより測定した。 

【結果・考察】 図１に V-MoS2 の平衡電位における電荷移動抵抗及び XRC 半値幅に対する硫化処理

時の基板温度依存を示す。電荷移動抵抗は V-MoS2/H2SO４水溶液界面の電気抵抗を表しており、一般

に平衡電位における電荷移動抵抗が小さい程、電極/溶液界面における電荷移動反応が生じやすいこ

とが知られている。硫化温度を高くすることに伴い、XRC測定におけるMoS2(110)の半値幅及び平衡電

位における電荷移動抵抗の減少を確認した。したがって V-MoS2 においては MoS2(110)の面方位の揺

らぎが小さい程 V-MoS2/H2SO4水溶液界面における電荷移動反応が効率的に行われることが示唆され

る。この結果は MoS2(110)の面方位の揺らぎの減少

に伴う結晶粒界の低減が一因と考えられ、V-MoS2の

結晶配向性の変化が V-MoS2 の触媒活性に影響を

与える可能性が示唆される。詳細は当日報告する。 
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図 1 V-MoS2の電荷移動抵抗及び 

XRC半値幅の硫化時の硫化温度依存性 
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